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Tani przesyl i magazynowie energii s3 dwoma gléwnymi czynnikami, ktére wplywaja na rozwoj
cywilizacji. Energia elektryczna jest jedna z najczesciej obecnie wykorzystywanych form energii i forma,
ktéra mozna w prosty sposob transportowa¢ w roézne miejsca. Niestety duze zapotrzebowanie na energi¢
elektryczng powoduje powstawanie strat przesylowych w sieci elektrycznej wywotanych rozpraszaniem
ciepta oraz ograniczeniami w transporcie. Wysokotemperaturowe nadprzewodniki, ktore sa gtownymi
czesciami kabli nadprzewodzacych maja potencjat, aby zwickszy¢ mozliwosci sieci elektrycznej w stosunku
do obecnego zapotrzebowania. Co wigcej, takie kable sa w stanie transportowac pig¢ razy wigkszy prad, niz
klasyczne kable miedziane o takim samym przekroju poprzeczym i generujg przy tym znikomg ilo$¢ strat.
Niestety ich wykorzystanie wymaga otrzymania wysokotemperaturowych nadprzewodnikoéw w postaci
dtugich i sprezystych tasm. Jest to obecnie duzy problem, gdyz te materialy sg kruchymi ceramikami.
Dodatkowo duza anizotropia wlasnosci fizycznych i transportowych wymaga, aby otrzymane warstwy
posiadaty silnie uporzadkowane ziarna we wszystkich osiach krystalograficznych. Tylko wtedy prad
nadprzewodzacy w kablu bedzie ptynat w ptaszczyznach miedziowo-tlenowych bez strat. Rozwdj pozwolit
na szczegétowe kontrolowanie i projektowanie potgczen ceramika/metal czy tworzenie wielowarstw o
réznych grubosciach. Dzigki temu nadprzewodniki oraz podwarstwy buforowe mozna otrzymac réznymi
technikami w formie epitaksjalnych warstw osadzonych na polikrystalicznych i sprezystych podtozach, w
tym tasmach na bazie niklu i miedzi. Metaliczne tasmy wytwarza si¢ najczgsciej za pomocg dwoéch technik:
walcowania na zimno i rekrystalizowania celem uzyskania tesktury sze$ciennej (RABiTS) oraz osadzania
wspomaganego wiazka jonow (IBAD).

Tasmy na bazie miedzi sg tanig alternatywa dla wytwarzania taSm nadprzewodzacych opierajacych
si¢ na wysokotemperaturowych nadprzewodnikach. Przewaga tasm miedzianych nad obecne stosowanymi
produktami sg kolejno fatwa formowalno$¢ wyraznej tekstury sze$ciennej, niemagnetycznos¢, podatnos$¢ na
obrobke plastyczng na zimno 1 chemiczna obojetnoscia wzgledem wysokotemperaturowych
nadprzewodnikow. Gtowna wada jest staba odpornos¢ na utlenianie w wysokiej temperaturze i wysokim
cisnieniu parcjalnym tlenu. Na szczgScie wykazano, ze heterostruktura MgO/TiN jest dobra barierg
chemiczng, ktéra pozwala zatrzymaé dyfuzje miedzi i tlenu podczas osadzania ta$m nadprzewodzacych
drugiej generacji. Jednoczesne wykorzystanie azotku tytanu i tlenku magnezu jest niezbgdne, aby uniknaé
niszczycielskiego utleniania miedzi podczas osadzania warstw nadprzewodzacych.

W tym projekcie planujemy wykona¢ systematyczne badanie wplywu grubosci osadzonych warstw
TiN i MgO na jako$¢ heterostruktury. Zakres grubos$ci w ktérzych obie warstwy zachowuja wiasnosci
buforowe nie byt wczesniej badany. Sposrdéd wielu technik cienkowarstwowych wybrali§my metodg
osadzania za pomocg lasera impulsowego z powodu tego, gdyz charakteryzuje si¢ wysoka wydajnos$cia
rozpylania, mozliwo$ciag uzyskiwania warstw o stechiometrycznym skladzie chemicznym oraz latwa
kontrolg grubosci. Wykorzystujac techniki dyfrakcji rentgenowskiej oraz transmisyjng mikroskopi¢
elektronowa zostanie poznane jak grubos¢ warstw wplywa na kierunek wzrostu i strukture uktadu.
Wykorzystanie zaawansowanych metod i aparatury badaczej dostepnej grupie wnioskujacej o projekt
pozwoli na glebokie poznanie zawitosci obecnych w mechanizmie wzrostu warstw TiN i MgO na miedzi o
teksturze sze$cienne;j.



